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Приведены методики получения жидких органических полупроводников на основе слабопро-
водящих органических жидкостей: термохимическое внедрение в масло примесных атомов и 
растворение в масле органических соединений, содержащих атомы металлов и другие элемен-
ты периодической системы. Показано, что устойчивость по времени n- и p-полупроводников 
достигается вторым методом – растворением в очищенных слабопроводящих органических 
жидкостях органических соединений.      
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При внедрении в органические слабопрово-
дящие жидкости атомов 1-й и 2-й групп перио-
дической системы термохимическим методом 
получены примесные полупроводники n- и               
p-типа [1]. На спектрофотограмме (рис. 1, спек-
трофотометр “Specord” 40М) представлены зави-
симости коэффициента пропускания света очи-
щенным подсолнечным маслом (кривая 1) и с 
примесными центрами меди (кривая 2) от длины 
волны. Ширина запрещенной зоны, определен-
ная по методике [2], по кривой 1, как hc/, где            
 – длина волны (точка пересечения касательной 
к кривой на линейном спаде с осью ), составля-
ет 3,1 эВ. Примесный уровень меди расположен 
на глубине 2,22 эВ от дна зоны проводимости 
или на 0,88 эВ выше валентной зоны. Полупро-
водник подсолнечное масло–примеси меди ды-
рочного типа должен обнаруживать акцепторные 
свойства. Как показали исследования, они не 
устойчивы в течение длительного времени. 
Например, при вводе в очищенное подсолнечное 
масло атомов меди термохимическим методом 
полученный p-полупроводник устойчив до деся-
ти дней. Через пятнадцать дней он расслаивает-
ся, так как малая концентрация соли                          
Cu (CH3 COOCu), образовавшаяся за счет хими-
ческой реакции остаточных после очистки масла 
свободных жирных кислот с Cu, постепенно 
осаждается. Соль CH3COOCu осаждается значи-
тельно медленнее, чем CH3COONa (соль натрия), 
при нейтрализации свободных жирных кислот 
подсолнечного масла в процессе рафинации. 
Указанный метод не перспективен для создания 
жидких органических полупроводников.  

Более перспективным может быть растворе-
ние в слабопроводящих органических жидкостях 
органических соединений, содержащих атомы 
металлов и другие элементы периодической си-
стемы. В частности, при растворении в очищен-
ном подсолнечном масле хлорофилла, содержа-
щего магний, получен примесный                    
p-полупроводник (рис. 2, кривая 1), а при рас-
творении воска – устойчивый n-полупроводник 
(рис. 2, кривая 2).  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента пропускания света очи-
щенным подсолнечным маслом (кривая 1) и с содержанием 
CuSO4 (кривая 2) от длины волны.   
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Рис. 2. Зависимость коэффициента пропускания света очи-
щенным подсолнечным маслом с хлорофиллом (кривая 1) и 
воском (кривая 2). 

 

В опытах использовалось тщательно рафини-
рованное подсолнечное масло вязкостью 63 сПз, 
содержащее 0,1 вес.% фосфатидов, 0,001 вес.% 
воды, с кислотным числом 0,4 мг KOH. Концент- 
рация восков составляла 0,75 вес.%,                         
хлорофилла – 0,31 вес.%.     

Проводилось последовательное спектрофото-
метрирование полученных n- и p-
полупроводников в течение трех месяцев. 
Устойчивый p-полупроводник на основе очи-
щенного подсолнечного масла с растворенным в 
нем хлорофиллом аналогичен известным стекло-
образным полупроводникам As-S [3]. Как и по-
лупроводники As-S  это широкозонный полу-
проводник с E  3,1 эВ и примесным уровнем 
на высоте 1,22 эВ от валентной зоны.  

Предстоит более подробно исследовать элек-
трофизические, оптические и другие характери-

стики разрабатываемых полупроводников, преж-
де чем очертить возможные их применения.  
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Summary  

 
The following methods of preparation of liquid orga-

nic semiconductors on the base of weakly conductive 
organic liquids are described: the thermochemical intro-
duction of impurity atoms and the solution of organic 
substances containing metal atoms and other elements of 
the Periodic table in oil. It is shown that stable for time          
n- and p-semiconductors can be obtained using the second 
method, that is, the solution of organic substances in re-
fined weakly conductive organic liquids.   
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